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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 208 D

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempfangern

Besondere Merkmale:
® Monolithisch integrierte Inversdiode

@ Kleine Rickgewinnungsverluste

Abmessungen in mm

8263 41
/BN --
B E
(o)L
a8 \_./ \_L/

109

4 =1
301 2195

254 85

14

® Hohe Sperrspannung
® Hohe Spitzenleistung

21

Zubehor
Isolierscheibe Nr. 569524

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung, Scheitelwert
Kollektorstrom, Mittelwert
Kollektorspitzenstrom
Basisspitzenstrom

Negativer Basisspitzenstrom

<

CEO
ces"
cav
cM
BM

BM

" StoRspitzenspannung bei Bildréhren-Uberschlagen max. 1650 V

2 StoRspitzenstrom bei Bildrohren-Uberschlagen max. 12,5 A

T1.2/647.1188 D

e E

Kollektor mit Gehause
verbunden

Standard Metallgehause
3B2DIN41872
JEDECTO 3

Gewicht max. 20 g

700
15600

7.5
4,0
2,5

> P> r P < <

75



BU 208 D

Maximaler Warmewiderstand

Negativer Basisstrom, Mittelwert
Gesamtverlustleistung

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

t,=20ms

T...=95°C

case

Sperrschicht-Gehéuse

KenngréBen

T ..=25°C

case

Kollektorreststrom

U,

gs = 1500 V

BAV

o

ot

o

thJC

ICES

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

DiodendurchlaBspannung

Ie=100 mA

Uge=5V,I,=25A
Ic=45A

)

N
(BR)CEO

=4A

Basis-Emitter-Widerstand

Transitfrequenz

Ueg =5V, I;=100 mA, f=1 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Uyg=10V,f=1MHz

Schaltzeiten

Ic=45A1;=18A, L =7 uH, Uy,

Speicherzeit
Abfallzeit

=2V, T

t
"_p_0,01, t,=03ms

T

76

CBO

=90°C, Fig. 4

case

t

S

&

0,1

12,6
115
—65...+115

Typ.

3,2

1,2
25

125

0,7

°C
°C

K/W

Max.

0,5 mA

1.5 \%

MHz

pF

s
ps



BU 208 D
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BU 208 D
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Fig. 4: Funktionsschaltung zur Messung des
Schaltverhaltens und deren Impulsverlauf



> BU 225

Diffundierter Silizium-NPN-Mesa-Leistungstransistor
Diffused Silicon NPN Mesa Power Transistor

Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Schwarz-WeiB-Fernsehgeraten
Application:  Horizontal deflection circuits in black and white TV-receivers

Besondere Merkmale: Features:
@ In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik ® In tripple diffusion mesa technique
® Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
® Kurze Schaltzeit @ Short switching time
@ Verlustleistung 10 W ® Power dissipation 10 W

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

LAl

26 115 —! .
o s Kollektor mit

Gehause verbunden
Collector connected
with case

Normgehause

Zubehér Case
Accessories 3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3
Gewicht - Weight
max. 20g

Isolierscheibe

Isolating washer Best. Nr. 515390

B 2/V.2.441/0475A 1 125



BU 225

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucsom 2200 \"
Collector base voltage

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 800 \"
Collector emitter voltage

Kollektor-Emitter-Spannung
Collector emitter voltage

Rgg = 100Q UCERM 2200 \"
Kollektorstrom, Mittelwert Icav 2 A
Collector current, average
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

lcase < 80°C Piot 10 w
Sperrschichttemperatur t 105 °C

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich lstg —65..+105 °C
Storage temperature range

KenngréBen , Min. Typ. Max.
Characteristics

tamb = 25 °C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector emitter breakdown voltage
IC = 7,5mA, RBE < 100Q U(BR)CER 1) 2200 \'}

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter base breakdown voltage
Ig - 100mA UBR)EBO 5 v

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Collector emitter saturation voltage

Ic =15A, Ig = 1A UcEsat? 10 Vv
Abfallzeit
Fall time

IC =15A, IB =1A g 0,75 us

i1
1) F =001, 1, = 03ms

126



¢ _ BU 508 DR
TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempfangern

Besondere Merkmale:

@ In Dreifachdiffusions-Technik @ Kurze Schaltzeiten
@ Glaspassivierung @ Hohe Spitzenleistung
® Hohe Sperrspannung @ Verlustleistung 125 W

@ Monolithisch integrierte Inversdiode

Abmessungen in mm

0,6 +005

S ] )\
o2 [T . , 26

} 84 15, ¥
] |
i M‘
r | 3= 3 E
N >
15145 415 4 — — 7 c c
} ) 128 55
= B 8
~ ¥
43 " o8
33
207 16 8379 rorin E
Kollektor mit Montage-
flache verbunden
Standard Kunststoffgehause
Zubehor 15A 3 DIN 41869
Isolierscheibe Best. Nr. 191131 Gewicht T505P 3
Montageclip Best. Nr. 191940 ewicht max. 5,5 g
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 700 Vv
Uces 1500 \Y
Kollektorstrom, Mittelwert leav 8 A
Kollektorspitzenstrom Iem 15 A
Basisstrom, Mittelwert lgay 4 A
Basisspitzenstrom Igm 6 A
~lgm 2,5 A

T1.2/1195.1188 D
87



BU 508 DR

Gesamtverlustleistung
Toase=25°C
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturb;reich

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause

Kenngroen
T.e=25°C
Kollektor-Emitter-Reststrom
Uges =1500V
Tj= 125 °C, Ugeg = 1500 V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic=100 mA, L. =125 mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Iy =100 mA

Basis-Emitter-Sattigungsspannung

lc=45A,=2A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis

)

e=5V.I.=25A

l.=45A
DiodendurchlaBspannung der
integrierten Schutzdiode
I.=4A

Transitfrequenz

Uge=5V,l=100mA, f=5 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat

Ugg=10V,[,=0,f=1MHz

Schaltzeiten

I.=3,3A,1,=09A,L,75uH, Ry

Speicherzeit
Abfalizeit

1 +145V 88 5940

Le=114mH ]

offen 32 us

1 geschlossen 32 ps

-2V

MeRschaltung fur: t, t,

t
) P _ -
T =0,01, tp—0,1 ms

88

ICES
ICES

v

U(BR)EBO

Uy

1
Esat

FE
FE

CCBO

=90°C

case

ts
tf

il
(BR)CEO

125
150
—65...+150

1,0

Min. Typ.

700

4,5
3,2

125

Max.

1.6

1.5

°C
°C

K/W

mA
mA

MHz

pF

us
s



BU 508 DR

? 844268 844166
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BU 508 DR

t 86 5006 ? 86 5003
UBE Tease=25C hFE
50
1,6
’v Uce=5V
Ugg=1V
2v
10V Tase=125°C_| A1
1,2 20v [T] “‘1:)0 °c 2:',..
a0V (] : 75 / ;:,..
10
11774
(r.74
0,8 7/ il
>
=11 5 Il
50 °C
25°C
0,4 /,
£/
1
(o] 1
0,01 0,1 1 10 A 0,01 0,1 1A
? - 86 5004
hee
100
Tcase=25°C
Ucg=45V
lsov [ ]
’ l20v
i Cisv
10 1o v ]
b sv
2,5 V- i
y4 1V
Y
1
1
0,1 1 10A
Ic —
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<@> BU 536

Diffundierter Silizium-NPN-Mesa-Leistungstransistor
Diffused Silicon NPN Mesa Power Transistor

-

Anwendung:  Getaktete Netzgerite
Application:  Switching mode power supply

Besondere Merkmale: Features:
@ In Dreifachdiffusions-Mesa-Technik @ In triple diffusion mesa technique
® Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
® Kurze Schaltzeit @ Short switching time
@ Verlustleistung 62 W @ Power dissipation 62 W

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

$20
Collector connected

with case

LAl
Kollektor mit
T Gehdause verbunden

Normgehéause
Case

3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3

4 Gewicht - Weight
26 - O et 115 — max. 20 g

5263

Zubehor
Accessories

Isolierscheibe
Isolating washer Best. Nr. 515390

S 8.2.762/0480A2
159




BU 536

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 480
Collector-emitter voltage ~ Uces 1100
Rgp=100Q Ucer 1100
Kollektorspitzenstrom Icm 10
Collector peak current
Kollektorstrom Ic 8
Collector current
Basisstrom Igm 4
Base current -Igm 4
Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lcase = 25°C Piot 62
Sperrschichttemperatur i 150

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich ’stg -65 ... +150
Storage temperature range

1 =S SE CEE
1 3 1117
1T
1 fcase=25°C
c 1
=001
tp=1ps
10 =< * g ks 1
A N \:‘“‘7‘/ 10us 1]
\ N\ :\Yw; | s0us [
\ \‘ | 100us []
\\ T
1 [\ |
- X N1 ils00us
AN
A WAL il
A ) [13-1 ms
e ]
i
0,1
N1
0,01
1 10 100 1000V
Ucg—

160
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BU 536

1  E— — - 803113
I 1 1]
| I
zthp fcase=25°C
h
7', - -
I s =
i ot
1 i‘" e empu et 1]
K/W i
0,5 0,2 — A‘A LA
[ T A
ﬁi || wmet=t=1 —" —’—' //"
f -
0,05 ___ |1 //4/; ¢/
0.1 7 ST
0,02 z
0,05 -
0,01
0,01
10-6 105 1074 10-3 102 101 10°s
lp—>
Wairmewiderstand ) Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Gehause Rinic 2 KIW
Junction case ’
KenngréBen
Characteristics
lcase = 25 °C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
Kollektorreststrom
Collector cut-off current
UCE =1100V ICES 1 mA
4= 125°C, Ugg = 1100V Ices 2 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
'p
[C =100 mA, LC =25 mH, 7 = 0,01 U(BR)CEO 480 \'
[C = 0,5 mA, RBE =100Q U(BR)CER 1100 \

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
IE =1mA U(BR)EBO 6 \
Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
Ic=4AIg=08A UBEsat 2 Vv

161



BU 536

Gesamtverlustleistung
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis
DC forward current transfer ratio

Ucg=5V.Ic=4A
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucp =10V, Ic =500 mA, f=1 MHz
Schaltzeiten
Switching characteristics
Ic=4AIg4=-Igp=125A, th= 20 ps
Abfallzeit
Fall time
Ausschaltzeit
Turn-off time

162

hre
hre

I

lf')

Loft

10
55

'} Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators

By using retrace capacitor at switching-off inductive load

MHz

ps

ps
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 546

Silizium-NPN-Leistungstransistor

Anwendung: Getaktete Netzgerite

Besondere Merkmale:

@ In Dreifachdiffusions-Technik ® Kurze Schaltzeit

® Hohe Sperrspannung @ Verlustleistung 100 W

Abmessungen in mm

8263 41

-
 /EN :
B E 21
L)1 LD —
38,8 A LA, 301 2135
' 16,9
()
\rJ ]
109 16
25,4 8,5 n4
Zubehér

Isolierscheibe Best. Nr. 569524

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Uces
Kollektorspitzenstrom Iem
Koliektorstrom Ie
Basisspitzenstrom lam
~lom
Basisstrom Ig
Gesamtverlustleistung
Tase=25°C P
Sperrschichttemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tstg
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause Ry

T1.2/005.1188 D

Kollektor mit
Gehause verbunden

Standard Metallgehause
3B2DIN 41872
JEDECTO 3

Gewicht max. 20 g

550 \
1300 \
8 A

6 A

4 A

4 A

2 A
100 w
150 °C
—65...+1560 °C
1,25 K/wW

103



BU 546

KenngréBen
T..se = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
Ue=1300V

T,=150°C, Uy, = 1200 V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=100mA, L =125 mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Kollektor-Sattigungsspannung
I.=6AI,=2A

Basis-Séttigungsspannung
I.=6A1;=2A

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ugeg=2V.I.= 32A
Ug=5V.I.= 15A

Ug=5V.[.=10 mA

Uge=3V.lo= 4 A

Transitfrequenz
Ug=10V,I.=500mA, f=1MHz

Schaltzeiten
leena=3:2A.1

Abfallzeit

Bend 07A

t
" Tl= 0,01, t,=0,1 ms

104

ICES

ICES

U,

U(BR)EBO

1
(BR)CEO

Min.

550

a0,

Typ.

10

Max.

0,5

mA
mA

MHz

us



BU 546

+ dia/dt

- digdt

84 4164

Fig. 1 Impulsdiagramm

TDA
4600

5BV
0

84 4165

Fig. 2 MeBschaltung fiir: ¢,

6
5 100kQ
270 kQ
4 Cd™
Fe=
3 22kQ 100 ul
—
T2 kg URegel=0..15V ==8,2nF == ug=300v
2 .
Ug=t1v
1 2,2kQ tp=1us
I=1kHz J J
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BU 546

| ] | 833503
UcEsat Tease=25°C
10
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0,1 1A
Ig—
T 33506
hee
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104
N
L
. Fig.8
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108

T 823507
CcB
300 f =1MHz
pF Tcase=25°C
200

\
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Y

100 Sennn

0 Fig.10
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 902

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile

Besondere Merkmale: *

® In Dreifachdiffusions-Technik

@ Glaspassivierung
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

® Kurze Schaltzeit
@ Verlustleistung 100 W

0.6+005

1

h—ﬁa
—

|
!

|
|| !
; | )
15 145 415 +— ’ t }
|
|

Kollektor mit Montage-

|

I

|
T = == c flache verbunden

] lI ) 18 &5
| = 2= 4 B Standard Kunst-
7 N stoffgehéuse
43 _| 08 15A 3 DIN 41869
33
207 ® . TOP 3
Gewicht max. 5,5 g
Zubehér
Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Montageclip Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ucko 480 \%
Uces 1100 \%
Rge=100Q Ucer 1100 \Y
Kollektorspitzenstrom em 10 A
Kollektorstrom Ie 8 A
Basisspitzenstrom Iam 4 A
=Igm 4 A

T1.2/711.1188 D

113



BU 902

Gesamtverlustleistung
T .=25°C

case

Sperrschichttemperatur_
Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause

Kenngréfen
T ase = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
Uge=1100V
T,=125°, Uy, =1100V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I.=100mA, L .=125mH

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1mA

Basis-Séattigungsspannung
I.=4A,1;=08A
Kollektor-Basis-Gleichstromverhélnis

Uge=5V.I,.=1A

Uge=5V,I.=4A
Transitfrequenz :
Uge=10V,/.=500mA, f=1MH
Schaltzeiten
l.=4A I, =-1,=125A, tp=20 us
Abfallzeit

Speicherzeit

t
" Ti-o,m, t,=03ms

% Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Riickschlagkondensators

114

ICES

ICES

vV,

U(BR)EBO

n
UBEsat

FE
FE

Y
(BR)CEO

100
150
—65...+150

1,25

Min. Typ.
480
6
10
5,5

10

Max.

°C
°C

K/W

mA
mA

MHz

ps
ps



BU 902
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BU 902

T 844262 f 844262
UcEsat UBEsat
5
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

BU 903

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile

Besondere Merkmale: *

® In Dreifachdiffusions-Technik

@ Glaspassivierung
® Hohe Sperrspannung

Abmessungen in mm

45

N p-—

@ Kurze Schaltzeit
@ Verlustleistung 125 W

0,6 +005

——
L
»

18]
7T

)

145 415 +—4

—~

—3

12005 55

" 'g

S ~—— : T
43 | o8 | |__
207 - 16 a7
Zubehor
Isolierscheibe Best. Nr. 191131
Montageclip Best. Nr. 191940
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 550
Uces 1300
Kollektorspitzenstrom Iem 8
Kollektorstrom le 6
Basisspitzenstrom lam 4
—lgm 4
Basisstrom Iy 2

T1.2/730.0888 E

Kollektor mit Montage-
flache verbunden

Standard Kunststoff-

gehéduse

15A 3 DIN 41869

TOP 3

Gewicht max. 5,6 g

> >» > » <<
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BU 903

Gesamtverlustleistung

T .=25°C P 125
Sperrschichttemperatug T 150
Lagerungstemperaturbereich T. —65...+150

Maximaler Wiarmewiderstand

Sperrschicht-Gehiuse Ryic 1,0
Kenngré8en Min. Typ. Max.
T .ce = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
U =1300V lees 1
T,=125°C, Uy =1200V Iees 2
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=100mA, L. =125 mH U(BR)CEO” 550
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
IE =1mA U(BR)EBO 6
Kollektor-Sattigungsspannung
I.=6AI;=2A, UCEW” 1,8
Basis-Sattigungsspannung
I.=6AI;=2A UBEsatl’ 2
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Ugeg=2V,I,=32A hee 6
Ugeg=5V.I.=15A hee 8
Ugeg=5V.lc=10mA hee 6
Ug=3V.I.=4A hee 5.5
Transitfrequenz
Ug=10V,/.=500 mA, f=1 MHz fr 10
Schaltzeiten
/CEnd =3,2A, IBend =0,7 A, Twse = 25 °C, siehe MeRschaltung
Abfallzeit t 0,5

t
"2 _-0,01,t=03ms
T p
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84 4164

Fig. 1 Impulsdiagramm
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Fig. 2 MeBschaltung fiir: t,
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¢ . BU 908
TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteile

Besondere Merkmale: -«

@ In Dreifachdiffusions-Technik ® Kurze Schaltzeit
® Glaspassivierung ® Verlustleistung 1256 W
® Hohe Sperrspannung ® Hohe Spitzenleistung

Abmessungen in mm

A ,.,11 L] p— ﬁj‘s
[ F—rra— et 1

|
T
r ; ST == — E
b |
145 a5 +—f | —Jt——% c
r ! 1286s 55
l = B
} F
43 08 Kollektor mit Montage-
33 flache verbunden
207 . 16 8379

Standard Kunststoffgehiuse

Zubehor 15A 3 DIN 41869
i i TOP3
Isolierscheibe Best. Nr. 191131 Gewicht max. 5,5 g

Montageclip Best. Nr. 191940

Absolute Grenzdaten

KolIektor—Emitter-Sperrspannung Uceo 700 A
Uces 1500 \

Kollektorstrom, Mittelwert leav 8 A
Kollektorspitzenstrom Iem 15 A
Basisstrom, Mittelwert laav 4 A
Basisspitzenstrom . lam 6 A
~lgm 2,5 A

T1.2/489.1188 D
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BU 908

Gesamtverlustleistung

Tase=25°C L 125 w
Sperrschichttemperatur, T, 150 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —65...+150 °C

Maximaler Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause Ryuc 1.0 K/W
KenngroRen Min. Typ. Max.

T..se = 25 ©C, falls nicht anders angegeben

Kollektor-Emitter-Reststrom
U =1500V Iees 05 mA

T,=125° Uy = 1500V Ices 2 mA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

I.=100mA, L .=125 mH U(Bmcso” 700 Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

[=100 mA Ugreso 5 \
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

1.=32A1;=08A, UCEsat” 2 Y
Basis-Emitter-Sattigungsspannung

l.=45AI;=2A Ugeent 1,3 Vv
Transitfrequenz

Ug=5V,I.=100mA, f=5 MHz f, 7 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

Upg=10V,[.=0,f=1MHz Ceao 125 pF

Schaltzeiten
ICmd =3,2A, IBend =0,7 A, Tcase = 25 °C, siehe MeBschaltung

Abfallzeit t 0,5 ps

t
n_e =
7= 0,01, tp—0,3 ms
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84 4164

Fig. 1 Impulsdiagramm
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Fig. 2 MeBschaltung fiir: t
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